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(57) Abstract: The invention relates to a circuit arrangement (1) placed on a substrate (2) and comprising at least one semiconductor 
component (3) arranged on the substrate and having at least one electrical contact surface (31) and at least one connection line (4) 
also arranged on the substrate and used to electrically contact the contact surface of the semiconductor component. Said circuit 
arrangement is characterised in that the connection line (4) forms part (51) of a discrete, passive electrical component (5) arranged 
on the substrate. The electrical contacting of the contact surface of the semiconductor component is carried out during a step of 
the process and the part of the discrete, passive electrical component is produced. To this end, especially a film consisting of an 
electrically insulating material is applied to the power semiconductor and to the substrate under a vacuum, and the contact surface of 
the power semiconductor is then bared. Furthermore, the connection line is produced, during which process the electrical contacting 
of the contact surface of the semiconductor component is carried out and the part of the discrete, passive electrical component is 
produced. 



^) (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung (I) auf einem Substrat (2) mit mindestens einem auf 
dem Substrat angeordneten Halbleiterbauelement (3) mit mindestens einer elektrischen Kontaktflache(31) und mindestens einer auf 

fsj dem Substrat angeordneten Verbindungsleitung (4) zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktflache des Halbleiterbauelements. 
Die Schaltungsanordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsleitung 4 ein Bestandteil 51 eines diskreten, passiven 

W elektrischen Bauelements (5) ist, das auf dem Substrat angeordnet ist In einem Prozessschritt werden die elektrische 
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Kontaktierung der Kontaktflache des Halbleiterbauelements und der Bestandteil des diskreten, passiven elektrischen Bauelements 
erzeugt. Dazu wird insbesondere eine Folie aus elektrisch isolierendem Material unter Vakuum auf dem Leistungshalbleiter 
und dem Substrat aufgetragen und nachfolgend die Kontaktflache des Leistungshalbleiters freigelegt. Im Weiteren wird die 
Verbindungsleitung erzeugt, wobei die elektrische Kontaktierung der Kontaktflache des Halbleiterbauelements und der Bestandteil 
des diskreten, passiven elektrischen Bauelements erzeugt werden. 



